U 1600 CMOS-Standardzellensystem

Systembeschreibung

Das VLSI-Standardzellen-Entwurfssystem ist ein durchgéngiges Entwurfssystem fir die
Entwicklung digitaler, sychron-getakteter Schaltkreise in der Technologie CSGT4. Es

pesteht aus den Komponenten:

_ Standardzellenkatalog,
_ Festblockgeneratoren fiir RAM, ROM und PLA,
. CAD-System zur Layouterzeugung auf Blockniveau,

. Anwenderhandbuch.

Chipgrofen
"plir das Standardzellensystem U 1600 sind folgende standardisierte Chipgrofen vor-
gesehen:

ChipgréBe (mm?) mogliche Pinzahl

8,86 x 8,86 68, 124

7,42 X 7,42 68, 124

6,88 x 6,88 68, 124

5,98 x 5,98 44, 84

5,26 x 5,26 28, 44, 52, 84
4,18 x 4,18 28, 44, 52

Abhtingig von der GroBe der verwendeten Festblocke kénnen bis zu 100.000 Transistoren

pro Chip realisiert werden, wobei folgende Packungsdichten erreicht werden:

Logik: ca. 1.000 Transistoren/mm?®

ROM:;: ca. 20.000 Transistoren/mm?

RAM: ca. 12.000 Transistoren/mm?
Standardzellenkatalog

Flir das Standardzellensystem U 1600 wurden sémtliche im Vorgéngersystem U 1500/1520
angebotenen Standardzellen iibernommen. Zusédtzlich wurden spezielle Flipflops ent-
wickelt, die eine Testung des Standardzellen-Schaltkreises nach dem LSSD-Prinzip er-
moglichen. Fiir alle Standardzellen werden im Katalog die Funktionsbeschreibung, Lo-
gikgleichung, Anschlufibelegung, statische und dynamische Parameter sowie Gatter-
#quivalent angegeben.



Der Standardzellenkatalog enthélt:

Logik-Standardzellen

- Inverter, teilweise mit erhohter Treiberleistung

- Grundgatter (NAND, NOR, EXOR ...)

- Kombinatorische Verkniipfungen (ANDNOR, ORNAND ...)
- Halbadder, Volladder

A

Treiber-Transmissionsgate-Standardzellen

~ Treiber mit variabler Treiberleistung
- Einfach-Transmissionsgate mit Tristate-Verhalten

- Doppel-Transmissionsgate

Flipflop-Standardzellen

- D-Master-Slave-Flipflops, asynchron

- D-Master-Slave-Flipflops, synchron (LSSD-fihig)

- JK-Master-Slave-Flipflops, synchron (LSSD-fdhig)

- Taktzustandsgesteuerte D-Flipflops (Latch), asynchron
- RS-Flipflops, asynchron

Interface-Standardzellen

- Eingangsstufen, CMOS-kompatibel

- Eingangsstufen, TLL-kompatibel

- Eingangsstufen mit Schmitt-Trigger-Verhalten

- Ausgangsstufen mit Two- bzw. Tristate-Verhalten

- bidirektionale Stufen

Systeminterne Zellen
Software-Makros (MSI-Schaltkreis-Funktionen)
Festblockgeneratoren flir RAM-, ROM- und PLA-Erzeugung

- wahlfreie Konfiguration moglich (Wortbreiten, Speichertiefe)

- maximale Blockgrofien:

ROM - 128 KBit (maskenprogrammierbar)
RAM - 16 KBit
PLA - 16000 Programmierpunkte



gntwurfssystem
pas Standardzellen-Entwurfssystem "ENSIC" ist durch folgende Merkmale definiert:

3 geschlossenes, dialogféhiges Programmsystem
_ EingabegroBen sind:

1. Logikbeschreibung durch "NBS 84"
9. Standardzellenkatalog

3, Bondinselbelegung

4, Festblockart und -groBe

5. Eingangsfolgen fiir Logiksimulation

_ Einbindung des Programmes "KOSIM" zur Absichts- und Bestétigungssimulation
. Einbindung des Programmes "MIPRE" zur PLA-Erzeugung und Optimierung

_ priifung des NBS-Textes, automatische Parametergenerierung

. Partitionierung, Plazierung, Trassierung

. Erzeugung der Testfolgen wahlweise:

1. fiir Strukturtest (LSSD-Prinzip)
2. Funktionaltest

- Erzeugung der GS fiir Datentrégerausgabe.

Geh#use
Schaltkreise U 1600 sind derzeit in folgendem Geh#iusesortiment lieferbar:

- QFP68 nach neuem Standard: Bauform CT7L TGL 26713/04
Standardausfiihrung mit Z-Pins

oder Bauform C6L TGL 26713/04
Sonderausfithrung mit geraden Pins

- QFP124 nach neuem Standard: Bauform C7N TGL 26713/04
bzw: Bauform C6N TGL 26713/04

(Sonderausfiihrung)
In Vorbereitung befinden sich folgende Geh#usebauformen:

QFP28 neu: C7G (Sonderausfiihrung C6G) TGL 26713/04
QFP44 neu: C7H (Sonderausfithrung C6H) TGL 26713
QFP52 bisher in der DDR

' QFP84 nicht standardisiert.

Fiir jedes Gehduse sind die Betriebsspannungs- und Massepins bereits festgelegt (fiir
QFP124 je 4 Pins). Weiterhin werden 8 weitere Anschliisse fiir die Testung (LSSD) des



Standardzellen-Schaltkreises bendttigt. Damit sind maximal 108 Pins anwendungsspezi
fiseh verfiigbar. |

Vorliufige technische Daten

Die Anwendung einer leistungsféhigen 1,5 pm-CMOS-Technologie ermdglicht glinstige
statische und dynamische Parameter:

- Betriebsbedingungen

Betriebsspannung: +5vy 1! 5‘%
Low-Eingangsspannung: - 0,3 bis + 0,8V
High-Eingangsspannung: + 2,4 bis UCC + 0,3V

- Ausgewiihlte Kennwerte
Low-Ausgangsspannung: max, 0,4 V (bei Io = 5 mA)
High- Ausgangsspannung: min., 2,4 V (bei Iy = -1 mA)
Rubestromaufnahme: < 400 pA
Max. garantierte
Taktfrequenz: 25 MHz
Gatterverzogerung: < 1,6 ns

Die Betriebsstromaufnahme ist vom jeweiligen Anwendungsfall abhéngig.
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